Chartered tarjoaa jo kirjastoja suunnitteluun

65 nanometriin

Ensimmdisid 65 nanomet-
rin protopiirejd on jo esitel-
ty, mutta puolijohdealan
ammattilaisten mukaan
siirtymisessd 65 nanomet-
riin ei olekaan kyse valta-
vasta teknisestd harppauk-
sesta. Kyse on ldhinndg 90
nanometrin hienosdddostd,
ja todellinen loikka tunte-
mattomaan tehdddn vasta
45 nanometrin kohdalla.
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Jossa pohdittiin 65 nanometrin mu-
kanaan tuomia suunnittelun ja val-
mistuksen haasteita.

Esimerkiksi Applied Materialsin
teknologiajohtaja Mark Pinto ker-
toi, ettd 65 nanometrissi on enem-
méinkin kyse 90 nanometrin evoluu-
tioversiosta. Silti hin muistutti, etti
haasteita siirtymiseen siséltyy.

Pinton mukaan 0,13 mikronissa
oli kyse suuresta askeleesta etcen-
pdin. — 130 nanometrissi mukaan
kuvaan tulivat OPC-korjaus, kupari-
Jjohdotus ja DFM-ongelmat (design
for manufacturing). 65 nanometris-

vain pieni askel

T

Mikropiirien sopimusvalmistajat ovat 0,13 mikronista lihtien olleet puolijoh-
detekniikan kehityksen terivimmissi kirjessi. Kuva taiwanilaisen TSMC:n la-

boratorioista.

sd suuriksi kysymyksiksi nousevat
tehonkulutus ja tuotannollistami-
nen. Valtaosa siirtyy pienen k-arvon
eristemateriaaliin 65 nanometrissa.
Materiaalien kannalta suurin kysy-
mys on kuitenkin ilman muuta ve-
nytetyn piitckniikan massiivinen li-
pilyonti.

— Eristemateriaalicn kanssa men-
nain pian adrirajoilla sen suhteen,
miten transistorit voivat skaalautua
pienemmiksi. Siksi 45 nanometrissi
on pakko siirtyi uusiin transistori-
rakenteisiin, Pinto uskoi.

Toshiba uskoo CMOS-prosessiin

Toshiba  kulkee
muiden puolijoh-
dealan  ykkésni-
mien tavoin kehi-
tyksen  kirjessi,
mutta vield yhtids-
si ei ole paitetty,
minkilaista raken-
netta sen tulevat
45 nanometrin si-
rut noudattavat.
Yhtién  jérjestel-
mipiirien kehitystd johtava Masaka-
zu Kakumu uskoo, etti CMOS-tek-
niikka voi skaalautua pienemmiksi
aina 22 nanomeriin asti.

Kakumun mukaan  Toshiba on
vienyt piille jo yli kaksikymments 90
nanometrin suunnittelua. Mukana

on niin talon omia kuin ulkopuolisil-
le asiakkaille tehtyj jirjestelmépiire-
ja. — 90 nanometristd meilld on yli
kymmenenmiljioonan  valmistetun
piirin kokemus.

65 nanometrissi transistorin hi-
lan leveys kapenee 40 nanometriin
ja SRAM-solun koko kutistuu alle
puolen nelidmikronin.  Kakumun
mukaan Toshiban saanto on 65 na-
nometrissi jo 97 prosenttia, joten
prosessi on valmis volyymituotan-
toon.

45 nanometrissi hilan leveys ka-
penee. entisestddn. eli 28 nanomet-
riin. SRAM-solua. suurempi. DRAM-
solu kutistuu-45 nanometrissi alle
0,07 nelidmikronin, joten myds
DRAM-piirien tiheys kasvaa.

Cadencen teknologiajohiaja Ted
Vucurevich oli samoilla linjoilla.
— Ilman muuta 45 nanometrii on
paljon radikaalimpi muutos. Silloin
piirikuvioita pitia jo piirtdia immer-
siolitografialla.

Vukurevich muistutti kuitenkin,
cttii EDA-talolle 65 nanometrii on
sekin iso haaste. — 65 nanometrissi
tulee yhi suurempi riippuvuus piir-
tokuvion piirteisti (pattern cha-
racteristics). Silloin on hyvin vaike-
aa luonnehtia suunnittelukirjastoa,
jotta saataisiin riittiava tila suunnit-
teluun (design margin) ja silti saa-
taistin kuvatuksi piirejd ja niiden
sihkéisid ominaisuuksia.

Ei 157 nanometrin valotusta
65 nanometrissi johdotuksia piirre-
tddn yhd 193 nanometrin litogra-
fialaitteistolla. Niyttiazkin selvalti,
ettd 157 nanometrin optiikka jii
mikropiirien valmistuksessa toteu-
tumattomaksi vilivaiheeksi.
Applied Materialsin Mark Pinto
on samaa mieltd. — Nayttai selvilti,
ettd immersiolitografia on keskei-
sessé asemassa ainakin seuraavas-
sa kahdessa prosessisukupolvessa.
Lisaksi piirtoviivan resoluutiota
korjaavat OPC- ja RET-tekniikat
nousevat yhi tarkeimpiin ase-
maan maskien valmistuksessa.
Cadencen Vucurevichin mukaan
OPC on tdhin asti riittinyt hyvin,
mutta tilanne on muuttumassa.
- Kun tullaan 65 nanometriin, piir-
tokuviot eivit ensi oikein niyti sil-
td, mitd niiden pitéisi olla. 65 nano-

metrin jalkeen tilanne niyttii jo to-
della pahalta. Tama merkitsee sité,
ettd suunnitteludatan miira kasvaa
huomattavasti ja maskien valmis-
tukseen kuluva aika pitenee, Vuku-
revich uskoi.

Entd 65 nanometrin jilkeen?
Kaikissa kehityssuunnitelmissa 65
nanometrin jalkeen on piirretty 45

nanometrin viivaleveys. Ainakin
Montercyn panelistien mukaan

saattaa kiyda niin, ettid samalla 193
nanometrin litografia tulee ticnsa
padhin, immersioversiosta huoli-
matta.

Tama merkitsee myos sitid, etti
kayttéon on otettava vield edelleen
tiukasti tutkittavana oleva EUV-Ii-
togralia (extreme ultra violet). Sa-
malla piirtoviivan parantamiseen
tarkoitetut OPC-lekniikat siirtyvit
syrjadn, silla 46 nanometrissi kie-
konprosessoinnin jilkeiset optiset
korjaukset civiit tule toimimaan.

Xilinxin teknologiajohtaja Daniel
Gitlin  kuitenkin muistutti, etti
yleensi alalla ei ole ollut nakyvyytti
yhté tai ainakaan kahta prosessisu-
kupolvea kauemmaksi. — Jos ollaan
rehellisid, ndyltii se, miti voisi tul-
la 45 nanometrin jilkeen, hieman
pelottavalta. Siksi emume oikein vie-
14 ajattele sité, Gitlin naurahti.

Chartered ensimmainen
foundry?
Chartered Semiconductor saattaa
olla ensimmainen mikropiirien so-
pimusvalmistaja, joka ryhtyy tarjoa-
maan 65 nanometrin prosessia kau-
pallisesti. Yhti¢ esitteli Montereyn
Electronics Summit -tapahtumassa
Jjo 656 nanometrin suunnitteluma-
nuaalin ja SPICE-mallit.
Charteredin markkinointijohtaja
Kevin Meyer lupasi, ettid jo tAmén
vuoden lopulla valmistetaan ensim-
miéiset pilottikiekot uudessa pro-
sessissa, jonka Chartered on kehit-
tanyt yhdessid IBM:n. Infineonin ja
Samsungin kanssa. — Kyse on niin
sanotusta  multiprojektikiekoista

(MPW, multi-project wafer), Meyer
paljasti. Varsinaisen 65 nanometrin
pilottituotannon Chartered sanoo
aloittavansa vuoden 2006 alkupuo-
lella.

Linkkipankki

~ www.prosessori.fillinkit

Prosessorin 52005 linkkipank-
kiosiosta loytyy linkki esimer-
kiksi Elecronics Summitin
65nm-paneelikeskustelun audio-
tiedostoon.
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